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Porous Si films by electrochemical anodization in HF aqueous solution can be 
easily ablated by a focused N21aser pulse with a relatively low power density. 
We propose a new deposition method using the laser ablation phenomena to form 
the films consisted of the nanostructures such as quantum dots. It is reported 
that the deposited films仕omporous Si targets by the new laser ablation 
technique consist of the Si micro particles with a diameter of 5ooA. The optical 































































2. 1. 1 ターゲット用ポーラスSiの作製
ターゲットとして用いたポーラスSiは比抵抗6-..
1 2 QcmのP型Si (111)ウエハーを陽極基板とした
陽極化成法5)を用いることにより作製した。 Si (111) 
基板はトリクロロエチレン，アセトンを用いた超音波
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2. 3. 2 堆積基桓の発光特性
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れた堆積薄膜のSEM像を図 16，図 17，図 18に示す。それぞれは繰り返しプロセスを lサイ
クル， 3サイクル， 6サイクル行った堆積薄膜のSEM像である。
図 14 
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2. 5. 1 SEM観察
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